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Demande intemationale No. 
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Date de priorit6 (jour/tnois£nn6e) 
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Deposant 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al. 



1. II est notifie au deposant que ['administration chargee de I'examen preliminaire international a etabli le 
rapport d'examen preliminaire international pour la demande intemationale et le lui transmet ci-joint, 
accompagne, le cas echeant, de ces annexes. 

2. Une copie du present rapport et, le cas echeant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour 
communication a tous les offices elus. 

3. Si tel ou tel office elu I'exige, le Bureau international etablira urie traduction en langue anglaise du rapport 
{k I'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices interesses. 

4. NOTIFICATION IMPORTANTE 



Pour aborder la phase nationale aupres de chaque office elu, le deposant doit accomplir certains actes 
(depot de traduction et paiement des taxes nationales) dans le delai de 30 mois a compter de la date de 
priorite (ou plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1 ) (voir aussi le rappel envoye par le 
Bureau international dans le formulaire PCT/IB/301). 

Losrqu'une traduction de la demande intemationale doit etre remise a un office elu, elle doit comporter la 
traduction de toute annexe du rapport d'examen preliminaire international. II appartient au deposant d'etablir 
la traduction en question et de la remettre directement a chaque office elu interesse. 

Pour plus de precisions en ce qui concerne les delais applicables et les exigences des offices elus, voir le 
Volume II du Guide du deposant du PCT. 

II est signale au deposant que I'article 33(5) stipule que les criteres de nouveaute, d'activite inventive et 
duplication industrielle tels que definis a I'article 33(2) a (4) ne servent qu'aux fins de I'examen preliminaire 
international et que "tout Etat contractant peut appliquer des criteres additionnels ou differents afin de 
decider si, dans cet Etat, invention est brevetable ou non" (voir egalement I'article 27(5)). De tels criteres 
additionnels peuvent par exemple avoir rapport a des exceptions a la brevetabilite ainsi qu'a des exigences 
concernant I'expose suffisant de ('invention, la clarte des revendications et leur fondement sur la description. 
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Martmez Orta, M 
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Reference du dossier du deposant ou du 
mandataire 


om id Qi iitp A nnMMPD voir la notification de transmission du rapport d'examen 
ruu " oul 1 c M uwl>,ricri preliminaire international (formulaire PCT/1 PEA/4 16) 


Demande Internationale No. 
PCT/FR 0360072 


Date du depdt international QouT/mois/ann^e) 
02.10.2003 


Date de priority (jourAnoisfann6e) 
03.10.2002 



Classification intemationale des brevets (CIB) ou a la fois classification nationale et CIB 
H01L21/306, H01L21/321, H01L23/525 



Deposant 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al. 



Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformement a I'article 36. 



2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

B II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui 
ont 6t6 modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites 
aupres de I'administration charged de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instruction 607 
des Instructions administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent 2 feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 
I H Base de I'opinion 



II 


□ 


Priorite 


III 


□ 


Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, Pactivite inventive et la 
possibility duplication industrielie 


IV 


□ 


Absence d'unite de I'invention 


V 




Declaration motivee selon la regie 66.2(a)(ii) quant a la nouveaute, 1'activite inventive et la possibility 
d'application industrielie; citations et explications a I'appui de cette declaration 


VI 


□ 


Certains documents cites 


VII 


□ 


lrregularit6s dans la demande intemationale 


VIII 


□ 


Observations relatives a. la demande intemationale 
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I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete 
remises a I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees, dans 
le present rapport , comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne 
contiennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70.17)) : 

Description, Pages 

1 -7 telles qu'initialement deposees 
Revendications, No. 

1 -6 regue(s) le 26.1 1 .2004 avec telecopie 
Dessins, Feuilles 

1/4-4/4 telles qu'initialement deposees 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration 
ou lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a ete deposee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de ['administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a ('administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fburnie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
a celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entrame Tannulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 

comme allant au-dela de Pexpose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 
et annexee au present rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui: 


Revendications 


1-6 




Non: 


Revendications 




Activite inventive 


Oui: 


Revendications 


1-6 




Non: 


Revendications 




Possibilite d'application industrielle 


Oui: 


Revendications 


1-6 




Non: 


Revendications 





2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1 . II est fait reference aux documents suivants: 

D1: Yagi et al, "Step bunching, step wandering and facetting : self-organization at Si 
surfaces", Surface Science Reports 43, 2001 , pages 45-126. 
D2: Sameshina et al, "Rapid crystallization of silicon films using electrical-current- 
induced Joule heating", J. of Applied Physics, Vol. 89, 15 Mai 2001, pages 5362-5367; 

2. Le document D1 decrit, voir I'abrege, pages 66-68 la section "Experimental", et les 
figures, par exemple la fig. 18, un procede de formation de structures filaires de tres 
petites dimensions dans lequel un echantillon de silicium monocristallin est soumis a 
une traversee de courant, causant une electromigration d'atomes de silicium en 
surface, occasionnant des stries sensiblement paralleles a la direction du courant. 

Le document D2 decrit un procede de recuit par effet Joule de films semi-conducteurs, 
mais le recuit opere la fusion du film, qui recristallise en sur epaisseurs a cause de 
phenomenes de tension superficielle. 

Ces documents, ni aucun autre document disponible dans I'etat de la technique, ne 
decrivent I'ensemble des caracteristiques de la revendication 1 ou des revendications 2 
a 6. L'objet des revendications 1 a 6 etant nouveau, la presente demande remplit done 
les conditions enoncees dans I'article 33(2) PCT. 

3. L'objet de la revendication 1 differe du contenu du document D1 , qui est considere 
comme etant I'etat de la technique le plus proche, en ce que Techantillon de semi- 
conducteur est une couche mince, et en ce que le film ayant des surepaisseurs est 
grave chimiquement pour ne laisser subsister que des nano-fils. . 

Rien dans I'etat de la technique ne pourrait conduire 1'homme de metier a graver un 
semi-conducteur recuit suivant D1 pour en former des nano-fils, puisque rien n'indique 
que ce procede pourrait avoir un quelconque interet pour la fabrication de nano-fils. De 
plus, la gravure de I'echantillon massif utilise dans D1 , meme si elle avait pu etre 
envisagee, n'aurait pas pu conduire a des nano-fils. 

II y a done bien implication d'une activite inventive dans la realisation de l'objet des 
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revendications 1 a 6. Les conditions de I'Art 33(3) PCT sont done remplies. 

4. L'objet des revendications 1 a 6 est applicable industriellement. Les conditions de 
I'Art. 33(4) PCT sont done remplies. 
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REVENDICATIONS 

1. Proc6de de fabrication de nano-structure 
filaire r caracteris6 en ce qu' il comprend : 
5 - la fabrication d'un film mince semi-conducteur (1) 
s'etendant entre une premiere borne (4) et une 
deuxieme borne (5) , 

le passage d'un courant entre la premiere et la 
deuxieme borne de fagon a former au moins une 

10 surepaisseur continue (Rl, R2, R3) dans le film 

mince semi-conducteur, par migration, sous l r action 
du courant, d'une fraction du materiau semi- 
conducteur, la surepaisseur continue se formant 
selon la direction du courant qui parcourt le film, 

15 et 

la gravure du film mince pour former au moins un 
nano-fil (Fl, F2, F3) a partir de la ou des 
surepaisseur (s) continues (Rl r R2, R3) . 

20 2. Proc6de selon la revendication 1, 

caracterise en ce que le film mince semi-conducteur est 
obtenu par lithographie et/ou gravure d' une couche 
mince de semi-conducteur form^e sur une couche 
d' isolant . 



25 



3. Proced£ selon l'une quelconque des 
revendications pr6cedentes, caracterise en ce que le 
film mince semi-conducteur est un film mince de Si, ou 
de SiGe ou de SiGeC- 



30 
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e im procede selon I'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que le 
semi-conducted est dope. 

5. proced^ selon I'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que le 
semi-conducte^uir- est monocristallin. 

6„ Procede de gravure de couche par masque dur f 
caracterise en ce qu'il utilise comme masque dur une 
nano-structuore filaire obtenue par un proced6 de 
fabrication selon l f une quelconque des revendications I 

k 5. 
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